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Bu metin s6z konusu basin biilteninin resmi Ingilizce versiyonunun cevirisidir. Yalmzca referans olmasi
ve kolaylik saglamast amaciyla hazirlanmistir. Ayrintilar ve/veya ozellikler igin liitfen orijinal Ingilizce

metne bagvurun. Herhangi bir tutarsizlik durumunda orijinal Ingilizce versiyonun icerigi gecerlidir.

Mitsubishi Electric Rekor Enerji Verimliligi
Saglayan SiC Gii¢ Aygit1 Gelistirdi

Ev elektroniginden endiistriyel makinelere kadar bir dizi alanda kullanilan giic elektronigi

ekipmanlarimin giivenilirliginin ve enerji verimliliginin gelistirilmesine yardimct olacak

TOKYO, 22 Eyliil 2017 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kendi sinifinda diinyanin en
yitksek enerji verimliligini~ sagladig1 diisiiniilen, silikon karbiir (SiC) igeren yeni bir giic aygit1 gelistirdigini

acikladi. Giig¢ modiillerinde kullamlmak i¢in tasarlanan yeni aygit, fazla akim tespit edildiginde tedariki
kesmek icin yiiksek hizli koruma devresi gerektirmiyor. Bu yeni cihaz ev elektronigi, endiistriyel makineler
ve demiryolu operasyonu gibi ¢ok sayida uygulama alanminda kullanilan gii¢ elektronigi ekipmanlarinimn

glivenilirliginin ve enerji verimliliginin gelistirilmesine katkida bulunacak.

* Mitsubishi Electric tarafindan gergeklestirilen arastirmaya gore, bu biiltenin yaymlandig: tarih itibariyle yeni SiC aygit1 8 ps’yi
asan kisa devre siiresiyle tiim 1200V -sinifi gii¢ aygitlari igerisinde diinyanin en yiiksek enerji verimliligi degerine sahiptir.

Mitsubishi Electric’in gelistirdigi yeni SiC aygit1 ilk kez 17-22 Eyliil 2017 tarihleri arasinda Washington,
D.C.’de diizenlenen 2017 Uluslararas1 Silikon Karbiir ve Iliskili Materyaller Konferansi’nda (ICSCRM
2017) begeniye sunuldu.

Si power
source electrode device
f gate electrode conventional
5 SiC-MOSFET

conventional source .
structure 5 new SiC-MOSFET
extra region to control

source series resistance 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
SiC substrate 3
power-loss compared with

drain electrode that of a conventional SiC-MOSFET

>20 reduction

Resim 1: Yeni gelistirilen SiC-MOSFET’in
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Yeni aygitin istiin glivenilirligi ve verimliligi, yeni tescilli kaynak yapisindan ileri geliyor. MOSFET olarak
da bilinen geleneksel metal-oksit-yar1 iletken alan-etkili transistorlerde, kaynak alami tek bir bolge olarak
olusturulur. Ancak Mitsubishi Electric, SIC-MOSFET’in kaynak serisi direncini kontrol etmek i¢in kaynak
alanina ilave bir bolge ekledi (bkz. resim 1). Bu yapi, kisa devrelerin neden oldugu fazla akima bagh
sorunlarin azalmasini saglar. Sonug olarak, Si gii¢ yari iletken aygitlari i¢in s6z konusu olan genel kisa devre
stiresinde, SiC-MOSFET i¢in “on-resistance” degeri geleneksel SiC-MOSFET aygitlarina kiyasla oda
sicakliginda yiizde 40 oraninda azaltilirken, gii¢ kaybinda ylizde 20 nin {lizerinde diisilis saglanir (bkz. resim

Aok

2).

"“on-resistance” terimi, yar1 iletken gii¢ aygitinin karakteristik degerlerinden birini ifade eder, aygit alanmn ve direncinin bir
irlinii olarak anilir. Aygitin ebadi veya direnci azaldik¢a “on-resistance” degeri de diiser. Yiizde 40 degerine, yeni aygitimizin
“on-resistance” degerinin, geleneksel 1200 V SiC-MOSFET aygitimizla kiyaslanmasi sonucunda ulagilmustir.

Sadelestirilmig devre tasarim, teknolojinin farkli voltaj degerlerine sahip SiC-MOSFET lerde uygulanmasina
olanak saglar. Kisa devre durumunda silikon pargalarin hasar gormesini engellemek igin kullanilan test
edilmis ve onaylanmus devre teknolojisi, herhangi bir modifikasyon gerekmeksizin mevcut SiC-
MOSFET’lerde kullanilabilir. Bu sayede, SiC-MOSFET lerin kullanildig1 gii¢ elektronigi ekipmanlarinda
koruyucu fonksiyonlarm kolaylikla uygulanmasi garanti edilir.

Gelecekte Yapilacak Gelistirme Faaliyetleri

Mitsubishi Electric’in gelistirme ekipleri yeni aygiti daha da gelistirerek 2020 yilindan itibaren satisa
sunmak i¢in ¢alismalarda bulunacaklar.

On Bilgi

Yar iletken giic aygitlari; ev elektronigi, endiistriyel makineler ve demiryolu trenleri gibi ¢ok sayida
uygulamada kullanilan gii¢ elektronigi ekipmanlarinin 6nemli bir pargasidir. Mitsubishi Electric, yari
iletken gii¢ aygitlar1 olarak SiC-MOSFET leri kullanarak yiiksek enerji verimliligi degerlerine ulagmakta
ve boylelikle bu alanlarda vazgegilmez nitelikte olan daha yiliksek enerji verimliligi ve kiigiik ebat

gerekliliklerini kargilamaktadir.

Gilig elektronigi ekipmanlarinda yasanan kisa devreler yari iletken giic aygitlarina biiyiik miktarda fazla akim
verilmesine ve bu da aygitin arizalanmasina yol agabilmektedir. Bunu engellemek icin her tiirlii fazla akim
miimkiin oldugunca ¢abuk durdurulmalidir. “Kisa devre siiresi” bir aygitin herhangi bir fazla akima karsi
koyabilecegi siireyi ifade eder. SIC-MOSFET in direnci herhangi bir Si cihazindan daha diisiik oldugu icin
her tiirlii fazla akim biiyiik gelir ve kisa devre siiresinin azalmasina neden olur. SiC-MOSFET leri hasara
kars1 korumak icin bu aygitlan etkileyen fazla akimin Si cihazindan daha gabuk sonlandirilmasi gerekir.
Bunun i¢in genellikle SiC-MOSFET ler i¢in 6zel devre koruyuculart kullanilir.

Ayrica kisa devre siiresi ile “on-resistance” degeri arasinda bir denge bulunmaktadir. Uzun siiren bir kisa

devre, yliksek “on-resistance” degeri ve daha biiyiik ¢ip ebadi1 gerektirir. Bu dengenin iyilestirilmesi uzun

stiredir ihtiyag duyulan 6nemli bir konudur.
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Yeni gelistirilen SiC gii¢ aygitinin yapis, kisa devrenin tetikledigi sicaklik artisindan kaynaklanan kisa devre
akimimi azaltirken, ayn1 zamanda “on-resistance” degerini normal isletim sicakliklarinda diisiik seviyelerde
tutar. S6z konusu teknoloji, kisa devre siiresi ile “on-resistance” degeri arasindaki dengenin iyilestirilmesini
saglar. Bunun sonucunda, yeni gelistirilen yapimin kullanildigi bir SIC-MOSFET yiiksek giivenilirlik, yliksek
enerji verimliligi ve kiiciik ebat gerekliliklerini bir arada karsilayabilir.

Ayrintilar

1) Yeni kaynak yapistyla yiiksek giivenilirlik ve verimliligin saglanmasi
Cok sayida parcadan olusan kaynak yapisinin kullanilmasiyla bir SiC-MOSFET aygitinin kaynak
direncini kontrol etmeye yonelik yeni bir yap1 gelistirilmistir. Benzer “on-resistance” seviyelerinde,

yeni aygit arizalara neden olacak biiyiik dlcekli kisa devre arizalarmim bertaraf edilmesine olanak saglar
ve boylelikle cihazin kisa devre siiresinin uzatilmasi miimkiin olur.

Si giic yan iletken aygitlart i¢in kullamlan genel kisa devre siiresi bakimindan yeni aygitin “on-
resistance” degeri, olagan Si gii¢ yari iletken aygitlarma gore ylizde 60, geleneksel yapiya sahip SiC-
MOSFET cihazlarina gore ise ylizde 40 daha diistiktiir (bkz. Resim 3).
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Resim 3: Oda sicakliginda “on-resistance” degeri ve kisa devre siiresi iligkisi

2) Sadelestirilmis devre tasarimi

Giig elektronigi ekipmanlarinda, uzun bir kisa devre siiresi karmasik devre tasarimlarina olan ihtiyaci
azaltarak aygit giivenilirligini arttinr. Yeni gelistirilen aygit, farkli kesme voltajlarma sahip SiC-
MOSFET lerde kullanilabilir ve Si gii¢ yar1 iletken aygitlarinda kullanilan mevcut kisa devre koruma
devreleriyle birlikte ¢alistirilabilir.
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Mitsubishi Electric Corporation Hakkinda

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), giivenilir ve yiiksek kaliteli {irlinler liretmekte 95
yil1 agkin tecriibeye sahiptir ve bilgi islem ve iletisim sistemleri, uzay gelistirme ve uydu iletisimleri,
tilketici elektronik cihazlari, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve ingaat makinelerinde kullanilan
elektrikli ve elektronik donanimlar fiiretimi, pazarlamasi ve satisinda diinyadaki ileri gelen
markalardan biri olarak kabul edilmektedir. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the
Better” ve g¢evre ilkesi “Eco Changes” dogrultusunda kiiresel ve onde gelen ¢evre dostu bir sirket
olmak ve toplumu teknolojileriyle zenginlestirmeyi hedeflemektedir. Sirket 31 Mart 2017°de sona
eren mali yilda 4,238.6 milyar yen (37.8 milyar US$*) konsolide grup satig1 gerceklestirdi. Ayrintili
bilgi i¢in bkz.: http://www.MitsubishiElectric.com

* Tokyo Doviz Borsasi’nin 31 Mart 2017°de ilan ettigi 1 USD = 112 yen kambiyo kurundan
hesaplanmustir.
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